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Prerequisitos

NO hay prerequisitos previos. Es aconsejable tener conocimientos en dispositivos electrénicos y sus
aplicaciones.

Objetivos y contextualizacion

Este mddulo tiene por objetivo abordar la caracterizacion eléctrica en dispositivos nanoelectrénicos para
evaluar sus prestaciones y su fiabilidad.

Competencias

® Dominar la terminologia cientifica y desarrollar la habilidad de argumentar los resultados de la
investigacion en el contexto de la produccion cientifica, para comprender e interactuar eficazmente con
otros profesionales.

® |dentificar las técnicas de caracterizacidn y analisis propios de la nanotecnologia y conocer sus
fundamentos, dentro de su especialidad.

® Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o auténomo

® Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucién de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su area de estudio

® Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones Ultimas que las
sustentan a publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigledades

Resultados de aprendizaje

1. Conocer los mecanismos de variabilidad y fallo en nanodispositivos.

2. Describir los fundamentos e identificar las posibilidades de las técnicas de caracterizacion eléctrica en
la nanoescala.

3. Disefar pruebas aceleradas de fiabilidad en nanoelectronica.



4. Dominar la terminologia cientifica y desarrollar la habilidad de argumentar los resultados de la
investigacion en el contexto de la produccion cientifica, para comprender e interactuar eficazmente con
otros profesionales.

5. Operar con la instrumentacion y los métodos de caracterizacion a nivel de dispositivo en los
dispositivos nanoelectrénicos.

6. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o auténomo

7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucién de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su area de estudio

8. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las
sustentan a publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigledades

Contenido

1.- Dispositivos en la nanoescala: nanoelectrénica. Métodos de caracterizacion de dispositivos.
Instrumentacion avanzada.

2.- Degradacién dieléctrica, BTl y hot carriers. Mecanismos de fallo en nanodispositivos.

3.- Efectos de la variabilidad en la nanoescala. Variabilidad de proceso. Mecanismos de degradacion y
variabilidad dependiendo del tiempo. Modelado y simulacion de la variabilidad en nanodispositivos.

4.- Fiabilidad en nanoelectronica. Fiabilidad y rendimiento. Modelos de fiabilidad y disefio de pruebas de test.
Test acelerados y condiciones de test.

5.- Caracterizacion eléctrica avanzada en la nanoescala. Principios de funcionamiento y aplicacion a la
nanoelectrénica de las sondas de fuerzas atémicas para conductividad (C-AFM), capacitancia (SCM) y
potencial de contacto (KPFM). Spreading resistance (SSRMS). Otras técnicas.

Metodologia

Los alumnos deben asistir a las clases magistrales, clases de resolucion de problemas / casos / ejercicios y
aprendizaje basado en problemas, con participacion activa de los alumnos en el aula. También deberan
realizar la presentacion y defensa de trabajos de temas especificos del ambito de la asignatura y otras
actividades practicas de laboratorio.

Nota: se reservaran 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulacion
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluacion de la actuacion del profesorado y de evaluacion de
la asignatura o modulo.

Actividades
Titulo Horas ECTS  Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas
Actividades practicas 8 0,32 1,2,3,4,7,5
Clases magistrales 12 0,48 4
Defensa oral y discusién de trabajos 6 0,24 4,8
resolucion de problemas 10 0,4 1,2,3,4,7,8

Tipo: Supervisadas




Tutorias 8 0,32 4

Tipo: Auténomas

Estudio personal, lectura de articulos e informes de interés 60 2,4 4
Preparacion de trabajos 46 1,84 4,8,6
Evaluacién

La evaluacion del grado de adquisicion de las competencias por parte de los estudiantes se realiza teniendo
en cuenta las actividades indicadas en la tabla, con sus pesos. Para superar la asignatura es necesario un 5
de promedio, siempre que se tenga como minimo un 3 en cada una de las actividades de evaluacion.

Esta previsto realizar pruebas finales tedricas y / o practicas para recuperar las partes no superadas, siempre
que en estas se tenga como minimo un 3 y se haya realizado un minimo del 60% de las actividades.

Por necesidades académicas, y segun el desarrollo del curso, los procedimientos de evaluacion podran ser
ajustados.

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, se calificaran con un cero las irregularidades cometidas por el estudiante que puedan
conducir a una variacion de la calificacion de un acto de evaluacion. Por lo tanto, copiar o dejar copiar una
practica, trabajo, o cualquier otra actividad de evaluacién implicara suspender con un cero, y si es necesario
superarla para aprobar, toda la asignatura quedara suspendida. No seran recuperables las actividades de
evaluacion calificadas de esta forma y por este procedimiento, y por lo tanto la asignatura sera suspendida
directamente sin oportunidad de recuperarla en el mismo curso académico.

Las fechas de evaluacion y entrega de trabajos se publicaran en el campus virtual y pueden estar sujetos a
posibles cambios de programacién por motivos de adaptacion a posibles incidencias. Siempre se informara en
el campus virtual sobre estos cambios, ya que se entiende que esta es la plataforma habitual de intercambio
de informacién entre profesores y estudiantes.

Actividades de evaluacién

Titulo Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y particpacion activa en clase 30% 0 0 1,2,3,4,7,8,5

Defensa oral de los trabajos 30% 0 0 4,8

Entrega de trabajos 40% 0 0 1,2,3,4,8,6,5
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